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Composants et structures

LED et circuit d'émission

Amplificateur Linéaire Intégré / Comparateur
Structure E1: détection de luminosité
Amplificateur Linéaire Intégré / Régime Linéaire
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Caracteristigues electrigues et symbole
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—metteur a LED

Idéalement : source de courant

£
S 5.0
Il
w40
Absolute Maximum Ratings at T,=25°C 2
n o
5 o 3.0
Parameter High Efficiency Red Units + % '
— O
Power dissipation 105 mwW g = 2.0
Q
DC Forward Current 30 mA >
Peak Forward Current [1] 160 mA & % 1.0
3
Reverse Voltage 5 V —
: 0
Operating/Storage Temperature -40°C To +85°C 0 10 20 30 40 50
Lead Solder Temperature [2] 260°C For 5 Seconds IF —Forward Current (m/—\}
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. LU M | N OUS | NTE N S lTY VS'
2. 2mm below package base. FORWARD CURRENT

Kingbright

High Efficiency Red L-53ID
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2. 2mm below package base. FORWARD CURRENT
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—metteur a LED

Idéalement : source de courant

En pratique : source de tension associée a une résistance
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—metteur a LED

Idéalement : source de courant

En pratique : source de tension associée a une résistance ‘é 50
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—metteur a LED
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En pratique : source de tension associée a une résistance
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—metteur a LED

Idéalement : source de courant

En pratique : source de tension associée a une résistance
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—metteur a LED

Idéalement : source de courant

En pratique : source de tension associée a une résistance

—{ i = ipwax  lorsque V = Vy,y
R
V /A
<> AN iemax = (Vuax ~Up) /R

_ .
= |
. . - 0 A
Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C 50 R > (V V ) / i
— T -
< , MAX F FMAX
Symbol Parameter Device Typ. Max. Units Test Conditions ~ 40 y
=4 {
C
i
hpeak Peak Wavelength High Efficiency Red 627 nm |F=20mA ai:) 30 l’
3
- |
AD Dominate Wavelength | High Efficiency Red 625 nm |F=20mA o 20
5 1
AR1/2 Spectral Line Half-width | High Efficiency Red 45 nm |F=20mA IE 10 /I V-F
] [
C Capacitance High Efficiency Red 15 pF V F=0V;f=1MHz 0 > ngmg
1.5 1.7 1.9 2.1 23 25 KI h'
VE Forward Voltage High Efficiency Red 2.0 25 Y IF=20mA Forward Voltage(V) High Efficiency Red L-53ID
FORWARD CURRENT Vs.
IR Reverse Cument | High Efficiency Red 10 uA VR =5V FORWARD VOLTAGE
—
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Nécessitant une source d'énergie externe

V_+

cc

V. -

cc

A | T
V+T Vs

Casidéal:i+=i-=0
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Composant actif R

Nécessitant une source d'énergie externe

V_+

cc

V. -

cc

2+
V+ Vs
— 6.2 Absolute Maximum Ratings: All Devices Except TLO7xH

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) ()

MIN MAX UNIT
Viees - Ve Supply voltage -0.3 36 v
v, Input voltage 1 Veee —03  Vpe +36 v
e Input clamp current -50 mA
Duration of output short circuit'®! Unlimited
T, Operating virtual junction temperature 150 “C
CaS idéal . i+ — i_ - 0 Case temperature for 60 seconds - FK package 260 “C
Lead temperature 1.8 mm (1/16 inch) from case 300 “C
Teg Storage temperature —65 150 “C
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Composant actif EE

Nécessitant une source d'énergie externe

V_+

r Limite de la tension de sortie

A | T
V+T Vs

V. -

cc

— 6.2 Absolute Maximum Ratings: All Devices Except TLO7xH

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) ()

MIN MAX UNIT
Viees - Ve Supply voltage -0.3 36 v
v, Input voltage 1 Veee —03  Vpe +36 v
e Input clamp current -50 mA
Duration of output short circuit'®! Unlimited
T, Operating virtual junction temperature 150 “C
CaS idéal . i+ — i_ - 0 Case temperature for 60 seconds - FK package 260 “C
Lead temperature 1.8 mm (1/16 inch) from case 300 “C
Teg Storage temperature —65 150 “C
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Composant actif

Nécessitant une source d'énergie externe

V_+

cc

Vcc'

A | T
V+T Vs

Ve=A.(V*-V)
Casidéal:i+=i-=0

Limite de la tension de sortie
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Composant actif

6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH

Nécessitant une source d'énergie externe INPUT CAPACITANCE

Zp Differential 100 || 2 MQ || pF
Zicm Common-mode 61 TQ || pF
OPEN-LOOP GAIN

Vet Vs =40V, Vou =Vs/2,
Ag Open-oop voltage gain Ed'%c;]; 03V =Vg<{Voes) 118 125 dB

‘ — V=40V, Vom=Vs/2, R =
Ay Open-loop voltage gain 2k0, VMoo )+ 1.2V eV = 115 120 dB
(Voce)= 1.2V
V— -1+ FREQUENCY RESPONSE
GBwW Gain-bandwidth product 525 MHz
V+ VS SR Slew rate Vs=40V,G=+1,C =20 pF 20 Vips
Ve

Ay, = 20.l0g(A)

> A=10"(A, /20) =108
Vo= A. (V- V)

Limite de la tension de sortie

Cas idéal : i+ =i-= 0 Veem € Vg < Vet
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Composant actif

Nécessitant une source d'énergie externe

V. +

cc

‘ -

T+
V+T v Vi

Vo=A. (V- V)

Casidéal:i+=i-=0

Vs (V)

Vsat +

A EwW

-+ -Vsat

Ay, = 20.10g(A)
> A=107(A, / 20) = 10°

Limite de la tension de sortie
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Pas de contre-réaction = Boucle ouverte

)
-
-2
- Comparateur
I f) VS
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Structure 1

Pas de contre-réaction = Boucle ouverte

)
J
=
- Comparateur
H ™ S - V = VCC+
o - = T Siv._>V.
\r,z UlA T + V E2 E1
5 _,_"\ D1 T ’ VS =vcc'
> 1 | 2 e - .
L| | i(/ - - Si VL"l >V
el LED
K| LM339
—

RZ2

(I

Calcul de V+ et V- (pont diviseur)
V-=V..R,/ (R, +R,)

V+ = Ve . Reps / (R + Repg)
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@
O
=
—> Comparateur
— y % — 1> Vs - vcc+
\T‘ i ar Vh,i 4 . Si V}jZ > VEl
® i +-|\ D1 - V“ZT s Vg=V -
= 2 1 | 2 _ — :
| 7 = = Siv, >V,
o4l 1 LED |
\I\' /ﬁ LM339 — 100 Eclairement (lux)|Rcell (k)
LN £ 1 32
) N . £
I el Calcul de V+ et V- (pont diviseur) S 10 8
= - 100 2
V-=Vec. Ry / (R +Ry) g 10 B
o —
V+ = Ve . Reps / (R + Repg) Y TR
GND / r;
i e g
' 1 10 100
Eclairement (LUX)

Evolution de la résistance en fonction de I’éclairement
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Pas de contre-réaction = Boucle ouverte
Q
Q
>
—> Comparateur
— y % — 1> Vs - vcc+
= vElT Sl V}jZ > Vljl
O ULA — 2 U V
® i +-|\ D1 _ V“ZT s Vg=V -
= 2 1] 2 L — :
I W - - Si Vi, > Vg,
P . 1 Y LED |
\I\' /ﬁ LM339 — 100 Eclairement (lux)|Rcell (k)
L z 1 32
& . . =
I el Calcul de V+ et V- (pont diviseur) S 10 8
= - 100 2
V-=Vec. Ry / (R +Ry) g 10 B
=
V+ = f(E ) % — e
GND / r; g
1 e
' 1 10 100
Eclairement (LUX)

Evolution de la résistance en fonction de I’éclairement
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O
O
=
—> Comparateur a collecteur ouvert
]
— ™ ﬂ
- - o Comparateur associé a un transitor T :
M 1A I, : courant entrant dans la base .
® 5 \_:'_'\ D1 I.: L'[JL.ll'i:l[lT. entrant dans ]L L'l'.-]llL‘L'lL‘Lll:' ’ Sl VLZ > Vf_‘.l
> 2 1 H 2 —sil >0alors]_>0, T = interrupteur fermé
= sinonl_=0, T = interrupteur ouvert — I > O
S ] “LED B
\\' | [LM339 V =E
g ~ E : Emetteur S M
() o C : Collecteur
as B : Base -
Sl Vljl > VEZ
Calcul de V+ et V- (pont diviseur) vV [ 0
. —> =
sz V=V Ry/ R4 Ry) E1| B
V+ = f( Eyy ) Ve, S 0

SouventE =0V
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Pas de contre-réaction -> Boucle ouverte
O
O
=
—> Comparateur a collecteur ouvert
]
— ™ ﬂ
- - o Comparateur associé a un transitor T :
“'T. Ui I, : courant entrant dans la base .
® 5 ++ D1 I.: L'[JL.ll'i:l[lT. entrant dans ]L L'l'.-]llL‘L'lL‘Lll:' ’ Sl VLZ > Vf_‘.l
- 1 H 2 —sil >0alors]_>0, T = interrupteur fermé I O
= sinonl_=0, T = interrupteur ouvert — >
S-S “LED " I B
\\' | LM369 V =E
g ~ E : Emetteur S M
() o C : Collecteur
as B : Base -
Sl Vljl > VEZ
Calcul de V+ et V- (pont diviseur) vV [ 0
. —> =
sz V=V Ry/ R4 Ry) E1| B
V+ = f( Eyy ) Ve, S 0

SouventE =0V
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Structure C1 Structure C3 E&av

T

RS
] 3 [vs1 ||}-——-—>\ fvs2
ULA ve _Ve2 —l
VREFY— ] — 17 . c2

R=1k
TLO82 UiB c1 R2 R4 C=100uf;
P1 P =100u

R& C=1000F  R=100 0 op2 RE

R=1k
V1
Uty
R3
R1

R1

D2
Comp=1N4728A

Ik
c
'I\I_]
<
%o
s
.y

Structure P2 B

Structure C2

% 1]
Structure F2
Vee
-1 High-Pass Band-Pass Low-Pass
out® @ Out @ ¢ Out Q @
R
RO W
R1 R 1000pF " 1000pF" | o V4
{ In, SN —e ~—{ }—o u—{ }—Al
b —
In, © +

R R

Ing oA\ MA

R = 50kQ +0.5% ~ GND
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ULA ] T ﬁ ’ 1 / {22"
TLO82 UiB c1" R2 i R4 e C=100uF,
R C=100uF  R=100 Sfm
VED Jumtv ?
) 1 R3 =
R1
L2
Ri = U=2Vv D4
GND l ggmp:mﬂ?ﬁ}\
Structure P2
Structure C2 Contre-reaction negative
—> FONCTIONNEMENT LINEAIRE
Structure F2
Vee
-1 High-Pass Band-Pass Low-Pass
Qut® O Out @ @ Out @ ©
R
[i| RO MM
R1 R2 R 1000pF " 1000pF" Lo Ve
1 — Iy € VVV—2 ‘—{ }—" '—H—"
| Vs - .
/< VZ R2 In, ¢ + ' [
?yL R R | v

=
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Composant actif

6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH

Nécessitant une source d'énergie externe INPUT CAPACITANCE

Zp Differential 100 || 2 MQ || pF
Zicm Common-mode 61 TQ || pF
OPEN-LOOP GAIN

VCC+ V=40V, Ven=Vs/2,
Ag Open-oop voltage gain E-I"[t;f;]; 03V =Vg<{Voes) 118 125 dB

‘ — V=40V, Vom=Vs/2, R =
Ay Open-loop voltage gain 2k0, VMoo )+ 1.2V eV = 115 120 dB
(Voce)= 1.2V
V— -1+ FREQUENCY RESPONSE
GBwW Gain-bandwidth product 525 MHz
V+ VS SR Slew rate Vs=40V, G =+1,C, =20 pF 20 Vips
Ve

Vo=A. (V- V)

Cas idéal : i+ =i-= 0 Veem € Vg < Vet

Limite de la tension de sortie
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cc V+ €
A _ — + — A
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V+T Vs
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Rebouclage entre la sortie et I'entrée négative
D>
VET v

Vo= AL (V- V)

Vs

S V= A.(V,-B. V)
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Rebouclage entre la sortie et I'entrée négative

\V+ /< _/\ £ Vs
L —(: > —y A :|—»
VET TV V- T

S

=A.(Vg-B.V
Vg= AL (V*-V) 7 Vs=h- e s
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ALl en boucle fermee / Fonctionnement Lineaire

Rebouclage entre la sortie et I'entrée négative

V=V, _
V=V >
VET TVS

- Fonctionnement linéaire

Hypotheése V+=V-
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Autre hypothese.

6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH

Nécessitant une source d'énergie externe INPUT CAPACITANCE

Zp Differential 100 || 2 MQ || pF
Zicm Common-mode 61 TQ || pF
OPEN-LOOP GAIN

VCC+ V=40V, Ven=Vs/2,
Ag Open-oop voltage gain E-I"[t;f;]; 03V =Vg<{Voes) 118 125 dB

‘ — V=40V, Vom=Vs/2, R =
Ay Open-loop voltage gain 2k0, VMoo )+ 1.2V eV = 115 120 dB
(Voce)= 1.2V
V— -1+ FREQUENCY RESPONSE
GBwW Gain-bandwidth product 525 MHz
V+ VS SR Slew rate Vs=40V, G =+1,C, =20 pF 20 Vips
Ve

Vo=A. (V- V)

Cas idéal : i+ =i-= 0 Veem € Vg < Vet

Limite de la tension de sortie
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Autre hypothese. verifiee

6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH

Nécessitant une source d'énergie externe INPUT CAPACITANCE

Zp Differential 100 || 2 MQ || pF
Zicwt Common-mode 61 TQ || pF
OPEN-LOOP GAIN

VCC+ V=40V, Ven=Vs/2,
Ag Open-oop voltage gain E-I"[t;f;]; 03V =Vg<{Voes) 118 125 dB

‘ — V=40V, Vom=Vs/2, R =
Ay Open-loop voltage gain 2k0, VMoo )+ 1.2V eV = 115 120 dB
(Voce)= 1.2V
V— -1+ FREQUENCY RESPONSE
GBwW Gain-bandwidth product 525 MHz
V+ VS SR Slew rate Vs=40V,G=+1,C =20 pF 20 Vips
Ve

Vo=A. (V- V)

Cas idéal: i+ =i~ = 0 Veem € Vs < Vit

Limite de la tension de sortie
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Structure C1 Structure C3 F&av
= )
] - Jvst ||}-——-—\ fvs2 "
ULA ] T ﬁ ’ 1 / {22"
TLO82 UiB c1" R2 i R4 e C=100uF,
R C=100uF  R=100 Sfm
VED Jumtv ?
) 1 R3 =
R1
L2
Ri = U=2Vv D4
GND l ggmp:mﬂ?ﬁ}\
Structure P2
Structure C2 Contre-reaction negative
—> FONCTIONNEMENT LINEAIRE
Structure F2
Vee
-1 High-Pass Band-Pass Low-Pass
Qut® O Out @ @ Out @ ©
R
[i| RO MM
R1 R2 R 1000pF " 1000pF" Lo Ve
1 — Iy € VVV—2 ‘—{ }—" '—H—"
| Vs - .
/< VZ R2 In, ¢ + ' [
?yL R R | v

=

R = 50k +0.5%

~ GND
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Structure C1

u4 .

[VREF )— <
R UiB

R5 R6

Montage additionneur
i3= U3/ Ry=(Vg; - V) / R,
ig= Uy [ Ry= (V*= Ve ) /R,

|3-|4
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ULA [VREF)>—] &
TL082 Ry U1B

GND
R2 RS R6
Montage non inverseur Montage additionneur
Ve= v, I3 = U3/ Ry= (Vg - V") / Ry V¥ = (Vg . Ry + Vg . Ry) / Ry +R,)
V-=R,.V, /(R +R,) i, =uy /Ry= (V= Vo ) / R, V=V, R/ R, +Ry)
Vs = (1+R2/R1) .V, 2=l Vs = (Rs +Rg) / Rg.(Ry # R,) . (Veer . Ry + V; . R3)
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Sensibilité Constante
GND
R2 RS R6
Montage non inverseur Montage additionneur
VE= v, i3=u3/R3=(V$1-V+)/R3 +=(VREF'R4+VS1'R3)/(R3+R4)
V'=R.V /(R+R) = — +t
1+ V51 / Ry T R i,=u, /R,=(V*- Vo) /R, V=V R./ (R, +R,)
iy =i
Vi, = (1+R2/R1).V, o Vo= (Rs +Ry) /R .(Ry +R,) . (Veer . R, + Vg, . Ry)
Vs =3, (Vs # b Vo)
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Transforme une grandeur physique en une grandeur electrique

| & r ETENDUE DE MESURE
) Plage dans laquelle le capteur répond aux spécifications ,  Valeur
vraie
EM.=m__-m ‘
m(t) —{ CAPTEUR }—» s(t) T max " min :
T~
; P <m> M
4 SENSIBILITE
A Pente de la tangente a la Fidele : Jk
S caractéristique entrée/sortie S(P) =AS / Am P A . m
en un point donné . : <m>
Juste :
X /—i‘\‘\ >

<m> m

Précis '

AS 4
! m
AS § <m>
M.,..: D ml ’m : PR— : »
min Am max Mpmin Am Mipax m
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Transforme une grandeur physique en une grandeur @'Lectri@

Caractéristiques électriques
@ ‘ Modéle FN3000 ' FN3000-A1
{ ! ® Alimentation 1410 Vee 10 & 30Vee
Sensibilité & 'EM. 2 £2mV/v 2V H.2V
m(t) CAPTEUR ) S(t) Décalage initial #Hmv 2.5V H.2v
Impédance d'entrée / Consommation 350 & 7000 <50mA
Impédance de sortie 350 & 7000 1k
Isclement sous 50Vec =100MQ 2100M0O

CARACTERISTIQUES (valeurs typiques a température 23+3°C)

F N 3000 Paramétres
. ) Plage d'utilisation en température (PUT) 20a80°C[4a176° F)
Capteur de force Traction et Compression .
Plage de compensation en température (PCT) 0Da60°C[324140° F)
ETENDUES DE MESURE (EM) Dérive du zéro dans la PCT <0.5% E.M. / 50° C [/100° F]
e 10k 25K 50K Dérive de sensibilité dans la PCT <1% de la valeur lue / 50° C [[100* F]
Etendues en Ibf 2k 5k 10k ]
Raideur en N'm 2 Gy10® 5x10® 1x102 Sans altération des performances 1.5x EM.
Raideur en Ibt/ft 1.7x107 3.4x107 6.9x107 Sans destruction chis
Matériau Aluminium Acier inoxydable Précision
Lingarité +0.1% EM.
Hystérésis #0.1% EM.
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™~ R3 R4
RO
R1 R2 L] ™~
- - R3 ;A?Ei:_.
V, R2 " o
R2 (
: J Suiveur ,m
E s
T w
Non-inverseur Soustracteur

VI=V0'(1+R2/RT) VS=R4/R3.(V1-VZ)
Non-inverseur et pont diviseur

V,=(V,/2).(1+R,/R;)
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RO
R1 R2 S Sensibilité Offset
& - R3 B +A?E;:_.
1 it Ve
V R2

R4
| |
. Suiveur

Non-inverseur Soustracteur
VI=V0‘(1+R2/RT) VS=R4/R3.(V1-VZ)
Non-inverseur et pont diviseur

V,=(V,/2).(1+R,/R;)
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Vee Suiveur
R3 R4
RO
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| 1 VS
V5 R2 ~a
T 2| . i
T . J Suiveur T

Soustracteur

Ve=R,/R;.(V,-V,)

Non-inverseur
V,=V,.(1+R,/R;)

Non-inverseur et pont diviseur

V,=(V,/2).(1+R,/R;)

Ve=(R,/2.R;).V, (Ry/R; = 1)

Sensibilité Offset
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Composant non-lineaire « reversiple » Lhoge

. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T, = 25 °C, unless otherwise specified)
1N53 Series A! ZENER VOLTAGE TEST  |REVERSELEAKAGE |  oYNAiC SURGE | REGULATOR
RANGE (") CURRENT CURRENT CURRENT @ | CURRENT (2
IF[— PART [=1kHz

NUMBER Vz at lzry lzri | lzv2 In at Vp Zzr at lzry | Zzk atIzr2 In Izm

v mA | mA pA v Q mA mA
| NOM. MAX. TYP. MAX. MAX.

| 1N4728A 33 76 1 100 1 10 400 1380 276

1N4729A 36 69 1 100 1 10 400 1260 252

I 1N4T30A 3.9 64 1 50 1 9 400 1190 234

| o
———=—=—1Ig Vg

IzT 1N4755A 43 6 | 025 5 327 70 1500 110 22

1N4756A 47 55 | 025 5 358 80 1500 95 19

TN475TA 51 5 0.25 5 38.8 95 1500 90 18

1N4758A 56 45 | 025 5 426 110 2000 80 16

1N4759A 62 4 | 025 5 471 125 2000 70 14

1N4760A 68 37 | 025 5 51.7 150 2000 65 13

1N4761A 75 33 | 025 5 56 175 2000 60 12

Zener Voltage Regulator
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Composant non-lineaire « reversiple » Lhoge

. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T, = 25 °C, unless otherwise specified)
1N53 Series A! ZENER VOLTAGE TEST  |REVERSELEAKAGE |  oYNAiC SURGE | REGULATOR
RANGE (") CURRENT CURRENT CURRENT @ | CURRENT (2
IF[— PART [=1kHz

NUMBER Vz at lzry lzri | lzv2 In at Vp Zzr at lzry | Zzk atIzr2 In Izm

v mA | mA pA v Q mA mA
| NOM. MAX. TYP. MAX. MAX.

| 1N4728A 33 76 1 100 1 10 400 1380 276

1N4729A 36 69 1 100 1 10 400 1260 252

I 1N4T30A 3.9 64 1 50 1 9 400 1190 234

| o
———=—=—1Ig Vg

IzT 1N4755A 43 6 | 025 5 327 70 1500 110 22

1N4756A 47 55 | 025 5 358 80 1500 95 19

TN475TA 51 5 0.25 5 38.8 95 1500 90 18

1N4758A 56 45 | 025 5 426 110 2000 80 16

1N4759A 62 4 | 025 5 471 125 2000 70 14

1N4760A 68 37 | 025 5 51.7 150 2000 65 13

1N4761A 75 33 | 025 5 56 175 2000 60 12

Zener Voltage Regulator
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IF
\ Si Ve >V,
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Vz VR J »
oz

V,=V,.2.R,/ (R, +2.R,)

Tension Stable

Zener Voltage Regulator
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Diode mals.,

i
diode A~
p— VIJ u
photo -
P =d >0
photo 1 : photo1 cellule
> i photovoltaique
e' (I)plmtu - (D2> (D'l i photo2
I
capteur Y “photo
A AW W
Iphoto - Sx - M - (I)photo
ya 1 A
Sensibilité Flux
spectrale lumineux
Rendement
quantique

Synthése Théme 1 / GARNIER Julien, GABILLET Thomas, CHEVRON Nathan
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. . SFH 206 K
Diode mals. ,
Relative Spectral Sensitivity
bi su % Photocurrent/Open-Circuit Voltage
/ \ l, (Vo =5V)/V, =f(E)

80 / \

| L] OHFO1099 04

1 ! L

photo i VP 60 / l !F# F'h
chthO = (D1> 0 i l[lhnl::l / T 101 191 T
! 40 i
. ; As
e (I)phﬁtﬂ = (D2> (Dl i lphnlu! / "
! 20 {0’ 102
capteur \J Iphntu II I
A AW w uﬂl -

— 400 600 800 1000

Iphoto - Sx -1 . (I)photo A [rm] 10° 10’

¥ X 1
Sensibilité Flux |
spectrale lumineux 10~ || 10°
Rendement 1E° 'Iﬂ‘ "..F' "]l Ix 1"]"

quantique —= £y
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N PHD
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VS = RPHD . Iphoto

GND

Synthése Théme 1 / PATUEL Caroline et ROUXEL Aliénor
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VS = RPHD . Iphoto
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H) e — CPHD E Ry = ‘ (¥ | 'III,
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______________________________

GND GND fe=5 R C

Synthése Théme 1 / PATUEL Caroline et ROUXEL Aliénor
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GND

Synthése Théme 1 / BANDINI Théo et DEBARGE Nicolas
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Prodult Gain-Bande-Passante constant

Comportement passe-bas

+15 M T TTTT 1 T T 11T
Vege =+15V R =10kQ
Ta=25C
+12.5 See Figure 2 ||
10 Vees =+10 V
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6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH

Vom ™ Maximum Peak Output Voltage - V

45 Veecs =15V
INPUT CAPACITANCE
Zn Differential 100 || 2 MQ || pF
2.5 ‘\ Ziem Common-mode TE TO || pF
\\ OPEN-LOOP GAIN
0 = Vs =40V, Vo =Vs /2,
100 1k 10 k 100 k 1M 10M Ao Open-oop voltage gain | (Ve ) + 0.3V < Vg < (Veed) 18 125 dB
f - Frequency - Hz - 03V
Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequency Ao, Opanvoop votaggain |20, (Ve Yot 2 G Vors 18 120 .
(Mogs) = 1.2V
V - A (V+ _ V-) FREQUENCY RESPONSE
S . GEW Gain-bandwidth product 525 MHz
SR Slew rate Vs =40V, G=+1,C, =20 pF 20 Vips
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d'OPTIQUE

wenn g Amplificateur Lineaire Integre

Prodult Gain-Bande-Passante constant

Comportement passe-bas

15 M T T LU L = =
Vcci=i15v RL=10 kQ A ® fc GBW cte
> Ta = 25°C
‘Ig, +12.5 See Figure 2 ]
8
2
5 10 Veos = +10 V
3 cce=t%
5 ,\
o
% 7.5
g \
E \ 6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH
.g +5 VCCt =+5V % .
é INPUT CAPACITANCE
i Zn Differential 100 ] 2 MQ || pF
3 2.5 ‘\ Ziem Common-mode TE TO || pF
>
\.\ OPEN-LOOP GAIN
0 [ Vs=40V, Vo =Vs/2,
100 1Kk 10 k 100 k 1M 10M Aoy Opendoop voltage gain =~ (Ve ) 4 0.3V < Vg < (Vo) 118 125 dB
f - Frequency - Hz - 03v
: : V=40V Veu=Vs /2 Ry =
Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequency A, Open-ioop voltage gain |2 KQ. (Vg ) + 1.2 V < Vg < 15 120 4B
(Mogs) = 1.2V
- + . -) FREQUENCY RESPONSE
VS - A . (V V GEW Gain-bandwidth product 575 MHz
SR Slew rate Vg =40V G=4+1, C =20 pF 20 Vips
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INSTITUT
d'OPTIQUE

wenn g Amplificateur Lineaire Integre

Prodult Gain-Bande-Passante constant

Comportement passe-bas

15 M TTT T LR — —
Vcci=i15v RL=10 kQ A ® fc GBW cte
> Ta = 25°C
‘Ig, +12.5 See Figure 2 ]
S Bande-passante en boucle ouverte
3 +10
s Vees =10V -
i | f.= GBW / A
: \
§ +7.5 ‘
e . . o A =107(A, / 20) = 106
£ \ 6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH (Ao / 20)
g 5 Vees =5V
E \ .
é INPUT CAPACITANCE
I Zn Differential 100 || 2 MQ || pF
3 2.5 ‘\ Ziem Common-mode TE TO || pF
>
\.\ OPEN-LOOP GAIN
0 [ Vs=40V, Vo =Vs/2,
100 1k 10k 100 k 1M 10M Agy Open-loop voltage gain ~ |(Viee) + 0.3V < Vg < (Vees) 18 125 dB
f - Frequency - Hz - 03v
Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequenc Vs =40V, Vom =Vs /2, Ry =
g - P g q y Aoy Open-loop voltage gain 2k, Voo )+ 1.2V ey = 115 120 dB
(Mogs) = 1.2V
- + _ \U- FREQUENCY RESPONSE
VS - A J (V V ) GBW Gain-bandwidth product 5.5 MHz
SR Slew rate Vs=40V,G=4+1,C_=20pF 20 Vips
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INSTITUT T/ —
d'OPTIQUE

wenn g Amplificateur Lineaire Integre

Prodult Gain-Bande-Passante constant

Comportement passe-bas

15 M TTT T LR — —
e A.f =GBW = cte
> Ta = 25°C
‘Ig, +12.5 See Figure 2 ]
g Bande-passante en boucle ouverte
- 10
: + Vees = +10V A f=GBW/A > fcz 5 Hz
: \
§ +7.5 ‘
e . . o A =107(A, / 20) = 106
E 6.17 Electrical Characteristics: TLO7xH (Ao, / 20)
E +5 VCCt =+5V .
é INPUT CAPACITANCE
I Zo Differential 100 || 2 MO || pF
3 2.5 ‘\ Ziem Common-mode TE TO || pF
>
\.\ OPEN-LOOP GAIN
0 [ Vs=40V, Vo =Vs/2,
100 1k 10k 100 k 1M 10M Agy Open-loop voltage gain ~ |(Viee) + 0.3V < Vg < (Vees) 18 125 dB
f - Frequency - Hz - 03v
Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequenc Vs =40V, Vom =Vs /2, Ry =
g - P g q y Aoy Open-loop voltage gain 2k, Voo )+ 1.2V ey = 115 120 dB
(Mogs) = 1.2V
- + _ \U- FREQUENCY RESPONSE
VS - A J (V V ) GBW Gain-bandwidth product 5.5 MHz
SR Slew rate Vs=40V,G=4+1,C_=20pF 20 Vips
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wenn g Amplificateur Lineaire Integre

Prodult Gain-Bande-Passante constant

Comportement passe-bas

100 T

A.f.=GBW =cte
= 60 [
i)
c 40
S o Bande-passante en boucle ouverte
of f=BW/A > f =5Hz
20 . : ‘
102 10° 10% 10* 108 108
fréquence (Hz)
. e A =10"(A, / 20) = 106
. | | | | 6.17 Electrical Characteristics: TL07xH (Ao, / 20)
INPUT CAPACITANCE '
= Zn Differential 100 ] 2 MQ || pF
% Zicm Common-mode B 1 T || pF
£ -1 1 OPEN-LOOP GAIN
Vs =40V Ve =Vs/2,
sl | Ag Open-loop voltage gain wﬁ;ﬂ.sv-wn:wm; 118 125 dB
1072 10° 102 10* 108 108 Vg =40V Voy=Vs/2 R =
fréquence (Hz) Agy Open-oop voltage gain |2 k0D, (Voo )+ 1.2V =V = 115 120 dB
(Mogs) = 1.2V
- + - V- FREQUENCY RESPONSE
VS - A . (V ) GBW Gain-bandwidth product 5.25 MHz
SR Slew rate V=40V, G=+1,C =20 pF 20 Vips
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AAAAAAAA B Amplificateur Lineaire Integre

ALl en boucle fermee / Modele d ordre 1

Rebouclage entre la sortie et I'entrée négative

V=V, > 14 ] (3)
V=V, A c
o O A v
- Fonctionnement linéaire =Y T
Hypothése Vt=V- \/- T B
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s lEeme Amplificateur Lineaire Integre

ALl en boucle fermee / Modele d ordre 1

100 . MAX
s AQOP boucle ouverte A (] w) p—
50 mmm = AQP boucle fermée | _ . w
g - j
= () — -
£ W,
Q]
-50
-100 PR TTI oa il i T ol R EET 2ol [ ETTIT s 1 aaaaul T RET P ERRETT
10° 102 10* 108 108 10'° —
pulsation (rd/s) V+ /\, £ Vs
N, N
5 \ +
e \ [
\ V- B
o \
) 8
. :
2ol & ¥ W W owow M
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Et siBestdordre1?

’
; R + VE1 = Yg2 10
‘ph 14 " L
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143 *L
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» Ug = Usi
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Et siBestd'ordre1?

= 432V
= 320mV

{ 3
; Ry + YE®1 = Ys2 A0 N——
Lph 145 2 ” 143 _LL” - 5 51
) \ »,
{ 3
i L :
145 = Ypa
\ 7
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